
2. ЕЛЕКТРОННО – ДІРКОВИЙ ПЕРЕХІД ТА ЙОГО 
ВЛАСТИВОСТІ

1. Електронно – дірковий перехід при відсутності

зовнішнього електричного поля

2. Електронно – дірковий перехід при наявності

зовнішнього електричного поля.

1. Уяснити сутність процесів, які протікають в 
електронно – дірковому переході.
2. Розібратися з фізичними процесами, що протікають
в p-n переході при відсутності зовнішнього
електричного поля та його наявності.



ПАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ

• До напiвпровiдникiв вiдносяться речовини, якi за
електричними властивостями займають промiжне
мiсце мiж провiдниками i дiелектриками.

• Питома електропровiднiсть напiвпровiдникiв σ =
102...10-8 См/м (у дiелектрикiв σ < 10-12 См/м, у
металiв σ = 103 ... 104 См/м).

• Другою характерною прикметою напiвпровiдникiв є
сильна залежнiсть їх електропровiдностi вiд
температури, концентрацiї домiшок, вiд впливу
свiтлового та iонiзуючого випромiнювання, а також
вiд iнших енергетичних впливiв. Ознаки
напiвпровiдникiв порiвняно з провiдниками i
дiелектриками зумовленi відмінністю в механiзмi їх
електричної провiдностi.



ВЛАСНІ НАПІВПРОВІДНИКИ

• Структура власного напівпровідника
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Схема кристалічної решітки та енергетична діаграма 

напівпровідника з власною електропровідністю 

 4 

 4 

 4 

 4 

 4  4 

 4 

 4 

 4 

+ 
 



НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ

• З курсу фiзики вiдомо, що

• і                                         

• де  Wд енергiя, вiдповiдна "дну" зони провiдностi;

• Wв енергiя, вiдповiдна "стелi" валентної зони;

• Ар, An  коефiцiєнти пропорцiональності;

• Wф – рівень Фермі, відповідний рівню енергії, імовірність появи електрона 
на якому дорівнює 0,5;

• k  постiйна Больцмана;

• Т  абсолютна температура.

• Можна вважати, що в хiмiчно чистих напiвпровiдниках рiвень Фермi співпадає 
з серединою забороненої зони Wi, а також An = Ap = A. Тодi можна записати:

•

• З виразу видно, що в чистому напiвпровiднику концентрацiї носiїв заряду 
залежать вiд ширини забороненої зони i при пiдвищеннi температури 
зростають приблизно за експоненцiальним законом (температурні зміни А 
вiдiграють незначну роль).



НАПIВПРОВIДНИК З ЕЛЕКТРОННОЮ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЮ

• Структура напiвпровiдника з електронною електропровідністю
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Схема кристалічної решітки та енергетична діаграма 
напівпровідника з електронною електропровідністю 
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НАПIВПРОВIДНИКИ З ДIРКОВОЮ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЮ

• Структура напiвпровiдника з дiрковою електропровідністю
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Схема кристалічної решітки та енергетична діаграма напівпровідника з 

дірковою еле ктропровідн істю 
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Устрій і фізичні процеси р-n-перехода



ВАХ  ЕЛЕКТРОННО-ДІРКОВОГО ПЕРЕХОДУ








